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我々は、AlGaN/GaN HEMT における捕獲過程を評価したパルス I-V の振る舞いと S パラメータ

測定から得られたドレインコンダクタンス(Gd)の振る舞いが対応しているかを評価した。特に、

活性化エネルギーに着目し、温度依存性を取得した。得られた結果より、S パラメータから見積

もった活性化エネルギーとパルス I-V から見積もった活性化エネルギーが一致することが分かっ

た。このことから、Gd周波数分散の主要因は電子捕獲であると示唆された。 

GaN 系 HEMT は、電流コラプスに代表されるように、トラップによる過渡的な応答が問題とな

っている。この様な過渡応答の検討は、パルス I-V 測定が用いられてきたが[1,2]、近年、低周波

の S パラメータの Gd周波数分散から検討する手法が報告されている[3,4]。今回我々は、S パラメ

ータから得られたGdの振る舞いがパルス I-Vの振る舞いと対応が取れるかを活性化エネルギーに

着目し検討した。 

S パラメータ測定及びパルス I-V 測定には Si 基板上 AlGaN/GaN HEMT(Fig. 1)を使用した。この

素子の飽和ドレイン電流、しきい値電圧はそれぞれ 150 mA/mm, −1.9 V である。 

Fig. 2 に S パラメータから見積もった Gdの周波数依存性を示す。S パラメータ測定は、飽和領

域の(Vd, Vg) = (7,0)で、温度を 25 ºC, 75  ºC, 125 ºC と変えて行った。25  ºC では、1 kHz から

100 MHz にかけて、Gdが負から正に単調に増加した。また、25  ºC と 125  ºC の結果を比較する

と、125 ºC では Gdが 25 ºC より低周波側(f < 10 kHz)で大きく、高周波側(f > 100 kHz)で小さくな

った。このような Gdの振る舞いは GaN HEMT の電子捕獲や放出によって生じていると考え、以

下に示す解析式から対応する時定数を決定した。 
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ここで、βは緩和定数、τ(T)は各温度における時定数である。時定数(Fig. 3)のアレニウスプロット

から見積もった活性化エネルギーは 0.13 eV である。この活性化エネルギーは、捕獲過程を評価し

たパルス I-V 測定から見積もった活性化エネルギーと同じであった[1]。このことから、低周波の

S パラメータから見積もった Gd周波数分散の主要因は電子捕獲によるものと示唆された。 
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Fig. 1 Cross-sectional structure  

of AlGaN/GaN HEMT 
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Fig. 2 Frequency dependence of Gd 

     at 25 ºC and 125 ºC 

Fig. 3 Temperature dependence of τ 
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